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１．概要（Summary） 

特定の波長において吸収を示す光学構造体の実現を

狙い Au/SiO2/Au からなる積層構造体の作製を行った。

結果として、スパッタリングにより製膜した Au/SiO2/Au 多

層膜を、電子ビーム露光技術(EBL)及び反応性イオンエ

ッチング (RIE)を用いてパターニングすることにより、

Au/SiO2/Au 積層構造体の形成に成功した。 
 
２．実験（Experimental） 

光に対する吸収を特定の波長において任意に励起す

ることを目的として、Au/SiO2/Au からなる積層構造体の

作製を行った。本実験では、まず厚さ 280 nm の SiO2膜

を有するシリコン基板上に、蒸着及びスパッタリングを用

いて Au/SiO2/Au からなる多層膜を作製した。各々の膜

厚は、それぞれ 40 nm, 80 nm, 100 nm とした。その後、

この Au/SiO2/Au 多層膜上に EBL 技術を用いて、光学

構造パターンの作製を行った。パターン形状は、幅 300 
nm, 周期 1200 nm のラインアンドスペース構造である。

EBL は、NEB-22 レジストを用いて、加速電圧 50 kV, 
ビーム電流 100 pA, 露光ドーズ量 9 μC/cm2の条件で

行った。 
その後、NEB-22 レジストパターンをマスクとして、ナノ
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点に設置されている  反応性イオンエッチング装置

(CE-300 ICP-RIE)を用いて、Au/SiO2/Au 多層膜のパ

ターニングを行った。Au 層のエッチングは、プロセスガ

スとして Ar を用い、ガス流量 20 sccm，バイアス RF

出力 50 W で行った。また、SiO2層のエッチングは、

CHF3ガスをプロセスガスに用いて、ガス流量20 sccm，

バイアス RF 出力 38 W の条件で行った。最後に、

NEB-22 マスクパターンの除去を、プロセスガスに

O2/Ar を用いた RIE により行った。この時の条件は、

ガス流量を 30 sccm / 20 sccm，バイアス RF 出力を 100 

W とした。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1に、作製した Au/SiO2/Au 積層構造体を示す。

この電子顕微鏡写真により周期的に配置された

Au/SiO2/Au 積層構造体が形成されていることがわかる。

しかしながら、Au/SiO2/Au 積層構造体上に、カーボン膜

と考えられる構造体が観察された。最終プロセスの

O2/Ar-RIE によるエッチングが不十分であったと考えられ

る。 
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Figure 1: SEM image of Au/SiO2/Au multi-layer 
structures fabricated by vapor deposition, 
sputtering, EBL, RIE process. 


